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 Tema 1: Introducción.- Frecuencias de microondas. Circuitos en estas frecuencias. Componentes 
activos. Distinción entre lineal y no lineal.  
 Tema 2: Diodos de microondas.- Diodos para aplicaciones no lineales pasivas: diodo de unión P-N, 
diodo Schottky y diodo PIN. Principio de operación. Característica I-V. Modelos equivalentes. Aplicaciones. 
Diodos a resistencia negativa: túnel, Gunn, Impatt. Principio de operación y modelos equivalentes. 
 Tema 3: Amplificadores a resistencia negativa.- Principio de operación. Técnicas habituales de diseño. 
Condiciones de amplificación estable. Ganancia y anchura de banda. Combinación de potencia en amplificadores a 
reflexión. 
 Tema 4: Amplificadores banda estrecha.- Matriz de scattering (Repaso). Cambio de impedancias de 
referencia. Adaptación conjugada de un cuadripolo. Amplificadores lineales con transistor. Estabilidad condicional 
e incondicional. Círculos de estabilidad. Adaptación conjugada simultánea. Conceptos de máxima ganancia útil y 
máxima ganancia estable. Relaciones de potencia: Ganancias en transferencia, de potencia y disponible. Diseño de 
amplificadores lineales de banda estrecha. Circunferencias de ganancia constante. Elección de las impedancias de 
carga y generador. Figura de ruido. Fuentes de ruido equivalentes. Admitancia de ruido mínimo. Círculos de figura 
de ruido constante. 
 Tema 5: Métodos de análisis de circuitos no lineales.- Integración en el dominio del tiempo. Balance 
armónico. Transitorio de envolvente. Ventajas y limitaciones de cada uno de los métodos. Aspectos de 
convergencia. 
 Tema 6: Osciladores de microondas.- Osciladores libres. Condiciones de oscilación. Arranque de la 
oscilación. Función descriptiva. Estabilidad de la oscilación estacionaria. Factor de “pulling”. Ruido de fase. 
Estudio del oscilador de Van der Pol. Métodos de diseño. Parámetros de scattering. Osciladores a resonador 
dieléctrico. Osciladores sintonizados. VCO’s de microondas. Osciladores sincronizados. Transitorio de la fase. 
Rango de sincronización. Curvas de sincronización.  
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METODO DE EVALUACION 
A lo largo de la asignatura los alumnos llevarán a cabo trabajos de análisis y diseño de circuitos de microondas 
basados en diodos y transistores. Deberán comparar la información y condiciones de uso de distintos métodos de 
análisis no lineal, que aplicarán a un multiplicador de frecuencia y un oscilador con topología sencilla. La nota se 
basará en los trabajos realizados, que deberán exponer oralmente. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


